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ABSTRAK 

VARIASI WAKTU PERTUMBUHAN KRISTAL LAPIS TIPIS ZnO:Zr  

YANG DISINTESIS MENGGUNAKAN METODE HIDROTERMAL DAN 

APLIKASINYA SEBAGAI SEMIKONDUKTOR  

DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) 

 

Yunita Endah Permatasari 

14630020 

 

Lapis tipis ZnO:Zr sebagai semikonduktor DSSC telah disintesis melalui 

metode hidrotermal dengan prekursor Zn(CH3COO)2. 2H2O dan ZrOCl2. 8H2O. 

Doping Zr pada ZnO adalah sebesar 1%. Sintesis ini menggunakan waktu 

pertumbuhan kristal berbeda, yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 

menit. Selanjutnya dilakukan studi terhadap struktur kristal dan energi celah 

pita (Eg) ZnO:Zr serta uji kinerja DSSC dengan menggunakan lapis tipis 

ZnO:Zr hasil sintesis sebagai semikonduktor dan ekstrak daun kelor sebagai zat 

warna (dye). 

Struktur kristal ZnO:Zr dianalisis menggunakan x-ray diffraction (XRD) 

dengan menghitung nilai parameter kisi kristal berdasarkan puncak 2θ dari 

difaktogram masing-masing sampel. Energi celah pita (Eg) ZnO:Zr dianalisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Visible dengan metode absorption 

spectrum fitting (ASF) berdasarkan absorbansi senyawa pada λ = 200 −
800 nm. Kinerja DSSC yang menggunakan lapis tipis ZnO:Zr hasil sintesis 

sebagai semikonduktor diuji berdasarkan nilai tegangan yang dihasilkan. 

Pada peneltian ini, hasil XRD menunjukan struktur kristal heksagonal 

dengan nilai parameter kisi kristal heksagonal (a, c, a/c, v, dan L) menunjukan 

kesesuaian dengan parameter kisi kristal ZnO standar. Berdasarkan data dari 

karakterisasi spektrofotometer UV-Visible dengan metode absorption spectrum 

fitting (ASF) diketahui Eg ZnO:Zr dengan variasi waktu pertumbuhan (30, 60, 

90, 120 menit) yang dihasilkan berturut-turut, adalah 2.69 eV, 3.13 eV, 3.33 

eV, dan 3.24 eV. Adapun uji kinerja semikonduktor ZnO:Zr pada sistem DSSC 

menunjukan pada waktu pertumbuhan kristal 60 menit mampu meningkatkan 

tegangan sebesar 89.28 mV dan kestabilan dalam DSSC diperoleh pada waktu 

pertumbuhan kristal 90 menit dengan nilai tegangan sebesar 5.42 mV. 

  

Kata kunci : ZnO, doping Zr, DSSC, Metode hidrotermal   
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Energi semakin dibutuhkan untuk menopang berbagai aspek kehidupan 

manusia. Kebutuhan akan energi terutama listrik diperkirakan untuk tujuh miliar 

orang adalah sebesar 13 TW (terawatt) yang akan terus meningkat sebanyak 10 TW 

dalam 40 tahun. Akan tetapi ketersediaan fosil sebagai sumber energi utama semakin 

menipis. Oleh karena itu, diperlukan energi alternatif yang dapat diperbaharui 

sehingga kebutuhan manusia akan energi dapat terpenuhi (Kalyanasundaram, 2010). 

Pengembangan energi surya menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 

energi pada saat ini, di mana kondisi lingkungan semakin memburuk sehingga 

diperlukan bahan penghasil energi yang murah dan ramah lingkungan. Sel surya 

tersintesis zat warna atau disebut juga DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) merupakan 

salah satu energi alternatif dengan pemanfaatan cahaya matahari yang diubah menjadi 

energi listrik yang disebut dengan sel surya. Sel surya yang sedang dikembangkan 

pada saat ini menggunakan bahan yang berasal dari alam. DSSC sebagai sel surya 

dengan zat warna (dye) dari bahan organik dapat dikembangkan dengan prosedur 

pembuatan yang sederhana dan biaya relatif rendah (Zulkifili, dkk., 2015).  

Konversi energi yang terjadi dalam sistem DSSC, ditentukan oleh interaksi 

antara zat warna dan material semikonduktor. Semakin kecil ukuran suatu material 
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(skala nanometer) maka rasio antara permukaan terhadap volume akan semakin besar 

dan interaksi antara keduanya semakin tinggi (Vlack, 2001). Sejauh ini material 

semikonduktor yang banyak digunakan adalah semikonduktor TiO2 (Apostolopoulou, 

dkk., 2016). Akan tetapi, aplikasi TiO2 sebagai semikonduktor DSSC memiliki 

kelemahan yaitu karakteristik TiO2 sebagai semikonduktor indirect band gap, di 

mana posisi pita valensi yang letaknya sedikit jauh dari pita konduksi sehingga 

eksitasi elektron pada saat absorpsi cahaya kurang efisien (Yuwono dan Dharma, 

2015). Oleh karena itu, diperlukan alternatif pengganti TiO2 sebagai semikonduktor 

DSSC, seperti senyawa seng oksida (ZnO).  

Seng oksida (ZnO) sebagai alternatif semikonduktor karena beberapa 

kelebihan yang dimilikinya, antara lain ZnO memiliki mobilitas elektron yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan TiO2, posisi pita valensi ZnO yang tepat berada di bawah 

pita konduksi (direct band gap) sehingga memungkinkan eksitasi elektron yang lebih 

cepat pada saat absorpsi cahaya. Selain itu, ZnO memiliki celah pita, afinitas 

elektron, dan efisiensi injeksi elektron mirip dengan TiO2. ZnO adalah bahan yang 

mudah disintesis menjadi struktur atau morfologi nano yang beragam dengan cara 

mengubah parameter sintesisnya, sehingga diperoleh sifat elektrik dan optik yang 

unik, serta stabilitas kimia dan termal yang baik (Apostolopoulou, dkk., 2016; Bae, 

dkk., 2010; Bakin, dkk., 2014; Farhad, dkk., 2018). 

Sejauh ini, fotoanoda berbasis nano semikonduktor telah banyak disintesis. 

Hal ini dikarenakan material berskala nano akan memberikan sifat elektronik dan 

sifat optik yang lebih baik dibandingkan dalam ukuran ruahnya. Banyak pendekatan 
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yang telah dilakukan untuk menghasilkan ZnO dengan morfologi lapis tipis yang 

sesuai. Di antara teknik fabrikasi ZnO nanostruktur, metode kimia basah dan 

hidrotermal dipandang menguntungkan karena mudah dalam kontrol proses, 

pertumbuhan kristalit ZnO dapat diperoleh pada temperatur rendah, dan tidak 

memerlukan peralatan canggih yang mahal, serta ekonomis (Byarappa dan 

Yoshimura, 2001).  

Metode lain yang banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja lapis tipis 

ZnO sebagai semikonduktor DSSC yaitu dilakukan penyisipkan (doping) ion logam 

dalam struktur material. Doping diperlukan untuk meningkatkan atau mengontrol 

sifat elektrik dari lapis tipis ZnO. Hingga saat ini, unsur yang biasa digunakan dalam 

doping ZnO adalah unsur golongan III (Al, Ga, In, B) dan golongan IV (Ti, Zr, Pb, 

Hf) (Sato, dkk., 1993; Sung, dkk,. 2018). Doping Zr pada ZnO dilakukan karena jari-

jari ionik Zr4+ (0.84 Å) dan jari-jari ionik Zn2+ (0.74 Å) memiliki perbedaan yang 

kecil sehingga meminimalkan distorsi antar kisi (Tsay dan Fan, 2008). Doping Zr 

dengan variasi konsentrasi (0, 1, 3, dan 5%) pada ZnO telah berhasil dilakukan 

Slamet (2016) menggunakan Zr yang berasal dari zirkonium oksiklorida produksi 

PSTA BATAN Yogyakarta dan pada konsentrasi doping Zr 1% dihasilkan kinerja 

DSSC optimum. 
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B. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Prekursor yang digunakan dalam sintesis lapis tipis ZnO:Zr menggunakan metode 

hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan adalah Zn(CH3COO).2H2O dan 

ZrOCl2.8H2O produksi PSTA BATAN Yogyakarta sebagai doping. 

2. Doping Zr terhadap ZnO adalah sebesar 1%.  

3. Sintes lapis tipis ZnO:Zr menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu 

pertumbuhan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. 

4. Karakteristik lapis tipis ZnO:Zr yang diamati adalah struktur kristal dan energi 

celah pita. 

5. Zat warna yang digunakan dalam rangkaian DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) 

adalah ekstrak daun kelor. 

6. Uji kinerja DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) dilakukan dengan mengukur 

tegangannya pada rangkaian terbuka menggunakan multimeter.  

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik kristal lapis tipis ZnO:Zr yang disintesis menggunakan 

metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan menggunakan instrumen 

XRD dan UV reflektansi? 
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2. Bagaimana uji kinerja DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) berbasis semikonduktor 

lapis tipis ZnO:Zr yang disintesis menggunakan metode hidrotermal dengan 

variasi waktu pertumbuhan berdasarkan parameter tegangan (V)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ditulis sebagai berikut: 

1. Mengkarakterisasi kristal lapis tipis ZnO:Zr yang disintesis menggunakan metode 

hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan menggunakan instrumen XRD 

dan UV reflektansi 

2. Menguji kinerja DSSC (Dye Sensitezed Solar Cell) berbasis semikonduktor 

ZnO:Zr yang disintesis menggunakan metode hidrotermal dengan variasi waktu 

pertumbuhan berdasarkan parameter tegangan (V) 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

tentang karakteristik ZnO:Zr yang disintesis menggunakan metode hidrotermal 

terhadap waktu tahan kalsinasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu pertimbangan dalam modifikasi ZnO:Zr pada penelitian selanjutnya. Selain itu, 

melalui penelitian ini diharapkan upaya pengembangan DSSC terus berkembang 

khususnya DSSC berbasis semikonduktor ZnO:Zr dalam memanfaatkan energi 

terbarukan. 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal berikut:  

1. Analisis struktur kristal ZnO:Zr dengan difraksi sinar X yang disintesis melalui 

metode hidrotermal dengan variasi waktu pertumbuhan (30 menit, 60 menit, 90 

menit, dan 120 menit)  menunjukkan kesesuaina dengan kristal ZnO standar. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai parameter kisi kristal yang cenderung sama. 

Berdasarkan analisis data serapan UV-Visible menunjukkan nilai energi celah pita 

(Eg) ZnO:Zr yang disintesis melalui metode hidrotermal dengan variasi waktu 

pertumbuhan (30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit) secara kaualitatif 

mengalami penurunan. Penurunan nilai Eg dpengaruhi oleh nilai ukuran kristalit, 

dislocation density, dan doping Zr pada ZnO 

2. Uji kinerja DSSC berdasarkan nilai tegangan rata-ratanya adalah DSSC dengan 

lapis tipis ZnO:Zr pada waktu pertumbuhan 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 

120 menit, yaitu 18.77 mV, 89.28 mV, 5.42 mV, dan 24.00 mV. Tegangan 

dengan kestabilan tinggi diperoleh pada pertumbuhan lapis tipis ZnO:Zr pada 

waktu 90 menit dengan  nilai tegangan pada sirkuit terbuka (Voc) 5.42 mV. 
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B. Saran 

Penelitian ini mengkaji tentang karakteristik ZnO:Zr yang disintesis 

menggunakan metode hidrotermal terhadap variasi waktu pertumbuhan. Akan tetapi, 

hasil yang diperoleh belum maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

meningkatkan lama waktu pertumbuhan pada ZnO:Zr sehingga kristal yang terbentuk 

menunjukan hasil yang maksimal baik dari struktur dan sifat kristal yang dihasilkan.  

 



 

 

38 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, H., Ariyanto, N. 2014. Structural and Optical Properties of ZnO Thin Film 

for Dye Sensitized Solar Cell. Journal of Applied Science. Vol. 42. No. 9. hal. 

965-968. 

Apostolopoulou, A., Dimitris, K., Andreas, R., Elias, S. 2016. Dye-Sensitized Solar 

Cell with Zinc Oxide Nanostructured Films Made with Amine Oligomers as 

Organic Templates and Gel Electrolytes. Journal of Clean Energy Technologies. 

Vol. 4, No. 5, hal. 311-315. 

Arandani, Chiara. 2020. Pengaruh Doping Zn pada CuO sebagai Fotokatoda Dye 

Sensitized Solar Cell (DSSC) Tipe P. Undergraduate thesis. Surabaya: Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember. 

Arsyad, M. Natsir. 2001. Kamus Kimia Arti dan Penjelasan Ilmiah. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama 

Bae, Y. S., Kim, D. C., Ahn, C. H., Kim, J. H. 2010. Growth of ZnO Nanorod Arraya 

by Hydrothermal Method using Homo-Seed Layers Annealed at Various 

Temperatures. Surface Interface and Analysis. 42, hal. 978-982.  

Bakin, A., Behrends, A., Wagner, A., Waag, A. 2014. Fabrication of ZnO 

Nanostructures, Zinc Oxide Nanostructures: Advances and Application. U.S.: 

Pan Stanford Publishing. 

Byrappa, K., Yoshimura, M. 2001. Handbook of Hydrothermal Technology: A 

Technology for Crystal Growth and Material Processing. William Andrew Inc. 

Chen, Y. C., Huan, Y. C., Cheng, F. Y., Yuan, T. H. 2014, Investigation of The 

Optimal Parameters in Hydrothermal Method For The Synthesis of ZnO 

Nanorods. Journal of Nanomaterials. 

Cullity, B. D. 1977. Ellement of X-Ray Diffraction Second Edition. Departement of 

Metallurgical Engineering and Materials Science University of Notre Dame. 

Addison-Wesley Publishing Company Inc. 

Farhad, S. F. U., Tanvir, N. I., Bashar, M. S., Hossain, M. S., Sultana, M., Khatun, N. 

2018. Facile Synthesis of Oriented Zinc Oxide Seed Layer for The 

Hydrothermal Growth of Zinc Oxide Nanorods. Bangladesh Journal of 

Scientific and Industrial Research. 53(4), hal. 233-244. 

Ghobadi Nader. 2013. Band Gap Determination using Absorption Fitting Procedure. 

International Nano Letter: A SpringerOpen Journal. Vol. 3, No. 2. 



39 

 

 

Gratzel, M., Brian, O’Regan. 1991. A Low-Cost, High-Efficiency Solar Cell Based 

on Dye-Sensitized Colloidal TiO2 Films. Nature Vol.353 Issue (6346), hal. 737. 

Hardani, Hendra, Muh., Iman, D., Cari, Agus, S.. 2016. Pengaruh Konsentrasi 

Ruthenium (N179) sebagai Fotosensitizer dalam Dye-Sensitized Solar Cell 

(DSSC) Transparan. Jurnal Fisika dan Aplikasinya. Vol. 12, No. 3, hal. 104-

108.  

Handoko, F., Bambang, S., Frilla, R. T.. Teknik Difraksi Sinar-X dalam Analisis 

Struktur Kristal. Universitas Negeri Jakarta. 

Jasim, K. Ebrahim. 2011. Dye Sensitized Solar Cell – Working Principles, Challenges 

and Opportunities, Solar Cells – Dye Sensitized Device oleh Leonid A. K. 

Croatia: InTech. 

Iwantono, Erman, T., Rika, T., Lutfi, R.L. 2014. Sel Surya Fotoelektrokimia dengan 

Menggunakan Nanopartikel Platinum sebagai Elektroda Counter Growth. 

Jurusan Fisiska FMIPA Universitas Riau. hal. 553-560. 

________, Iwantono., Anggelina, F., Nurrahmawati, P., Naumar, Y.F., Umar, A.A. 

2016. Optimalisasi Efisiensi Dye Sensitized Solar Cells dengan Penambahan 

Doping Logam Aluminium pada Material Aktif Nanorod ZnO Menggunakan 

Metode Hidrotermal. Jurnal Material dan Energi Inodnesia Vol.06, No.01 

(2016), 36-43. 

________, Iwantono., Anggelina, F., Awitdrus., Umar, A.A. 2016. Pertumbuhan 

Nanostruktur ZnO yang Di-Doping Boron (B) Menggunakan Metode 

Hidrtotermal dengan Variasi Suhu Annealing dan Efeknya pada Performansi 

DSSC. Prosiding SEMIRATA Bidang MIPA 2016: BKS-PTN Barat. 

Kalyanasundaram, K. 2010.  Fundamental Science Dye Sensitized Solar Cell. France: 

CRC Press.  

Leprince-Wang, Y. 2015. Piezoelectric ZnO Nanostrukcture for Energy Harvesting. 

USA and UK: ISTE Ltd and Jhon Wiley &Sons, inc. 

Martnieau, D. 2012. Dye Solar Cell for Real: The Assembly Guide for Making Your 

Own Solar Cell. Switzerland: Solaronix SA.  

Nafi, M., Diah, S. 2013. Aplikasi Semikonduktor TiO2 dengan Variasi Temperatur 

dan Waktu Tahan Kalsinasi sebagai Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) dengan 

Dye dari Ekstrak Terung Belanda (Solanum Betaceum). Jurnal Teknik POMITS. 

Vol. 2, No.1, hal. 7-12. 



40 

 

 

Narayan, M. R. 2012. Review: Dye Sensitized Solar Cell Based On Natural 

Photosensitizers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. hal. 208-215. 

Nurhidayah, Sri, R.A.U., Suwarni, Ficky, A., Faizar, F. 2017. Pembuatan Sel Surya 

Tersintesis Pewarna (SSTP) Lapisan TiO2/Grafit dari Ekstrak Kelopak Bunga 

Rosella, Beras Ketan Hitam, dan Ubi Jalar Ungu. JoP. Vol. 2, No. 2, hal. 6-10. 

Oktavia, Linda Wati. 2016. Pengaruh Mg Sebagai Dopan Pada Celah Energi 

Semikonduktor TiO2 Melalui Studi Eksperimen Dan Komputasi. Skripsi. 

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

Prasastya, N. A., Diah, S. 2013. Pengaruh Temperatur Kalsinasi pada Kaca FTO yang 

di-coating ZnO terhadap Efisiensi DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) yang 

Menggunakan Dye dari Buah Terung Belanda (Solamun Betaceum). Jurnal 

Teknik POMITS. Vol. 2, No. 2, hal 378-383. 

Purba, Yonatan Ryoichi. 2016. Sitesis Zinc Oxide dengan Metode Hidrotermal dalam 

Pelarut 2-propanol. Skripsi. Bandung: Universitas Padjajaran. 

Slamet, D. 2016. Sintesis Nanopartikel ZnO Doping Zirkoniu Oksiklorida Produksi 

PSTA BATAN Yogyakarta sebagai Semikonduktor Photo Anoda untuk Sel Surya 

Tersintesis Zat Warna (DSSC). Skripsi. Jurusan Kimia UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Yogyakarta. 

Su'ait, M.S., Rahman, M.Y.A., Ahmad, A. 2015. Review on Polymer Electrolyte in 

Dye-Sensitized Solar Cell (DSSCs). Solar Energy. 115, hal. 452-470. 

Sato, H., Minami, T., Takata, S. 1993. Highly Transparent and Conductive Group IV 

Impurity-doped ZnO Films Prepared by Radio Frequency Magnetron Sputtering. 

Journal of Vacuum Science & Technology A. 11(6), hal. 2975-2979.  

Sung, N. E., Lee, K. S., Lee, I. J. 2018. Structural Characterization of Zr-doped ZnO 

Films Deposited on Quartz Substrates by Reactive Radio Frequency Magnetron 

Co-sputtering. Korea Selatan: Thin Solid Film, Pohang Accelerator Laboratory. 

Tsay C. Y., Fan K. S. 2008. Optimization of Zr-Doped ZnO Thin Films Prepared by 

Sol-Gel Method. Material Transactions, Vol. 49, No. 9, hal. 1900-1904.  

Waseda, Y., Eiichiro, M., Kozo, S. 2011. X-Ray Difraction Crystallography: 

Introduction, Example and Solved Problems. Springer: Japan. 

Willander, M., Nur, O., Ul Hasan, K., Amin, G., Soomro, M. Y. 2014. Zinc Oxide 

Nanostructures: Synthesis, Characterization, and Device Application on 

Nonconventional Substrates, Zinc Oxide Nanostructures: Advances and 

Application. U.S.: Pan Stanford Publishing. 



41 

 

 

Yuwono, A. H., Dharma, H. 2015. Fabrikasi Nanorod Seng Oksida (ZnO) 

menggunakan Metode Sol-Gel dengan Variasi Konsentrasi Polyethylene Glycol 

dan Waktu tunda Evaporasi Amonia. Majalah Metalurgy. Vol. 26, No. 2, hal. 

101-108. 

Zhang, Y., Ram, M. K., Stefanakos, E. K., Goswami, D. Y. 2012. Rewiew Article: 

Synthesis, Characterization, and Applications of ZnO Nanowires. Journal of 

Material. Hindaw Publishing Corporation. 

Zulkifili, A. N. B., Terauci, K., Matsutake, D., Akira, F. 2015. The Basic Research on 

The Dye-Sensitized Solar Cell. Journal of Clean Energy Technologies. Vol. 3, 

No. 5, hal, 382-387.  



1 

 

CURRICULUM VITAE 

 

YUNITA ENDAH PERMATASARI 

Tempat, Tanggal Lahir 

Pasarwajo, 10 Juni 1996 

 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

 

Alamat 

Pasarwajo, Buton 

Propinsi Sulawesi Tenggara 

 

Domisili 

Tegal Kemuning, Danurejan, 

Yogyakarta 

 

 

Kontak Pribadi 

yunitaendahp@gmail.com 

081225603337 

PENDIDIKAN FORMAL 

 

TK Pertiwi Pasarwajo (2000-2002) 

SD Negeri 2 Pasarwajo (2002-2008) 

SMP Negeri 1 Pasarwajo (2008-2011) 

SMA Negeri 1 Pasarwajo (2011-2014) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2021) 

 


	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	SURAT KETERANGAN MEMAKAI HIJAB
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	NOTA DINAS KONSULTAN
	NOTA DINAS KONSULTAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	ABSTRAK
	BAB IPENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Batasan Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan Penelitian
	E. Manfaat Penelitian
	BAB VKESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	CURRICULUM VITAE

